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概要 

 

本文介绍 CMT2300A RFPDK 的低电压发射功率补偿的方法。 

 

本文档涵盖的产品型号如下表所示。 

 

表 1. 本文档涵盖的产品型号 

产品型号 工作频率 调制方式 主要功能 配置方式 封装 

CMT2300A 12740 - 1020MHz (G)FSK/OOK 收发一体 寄存器 QFN16 

 

阅读此文档之前，建议阅读《AN142-CMT2300A 快速上手指南》以了解 CMT2300A 的基本使用方式。 
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1. 低电压发射功率补偿 

 

下面是与功率补偿相关的的寄存器： 

 

表 2. 与功率补偿相关的的寄存器 

寄存器名 位数 R/W 比特名 功能说明 

CUS_TX9 

(0x5D) 
7:5 RW LBD_COMP_OFFSET<2:0> 

发射时，电池电压会出现降低的情况，不同的应用

环境会有降低不同的值，设置好这个 OFFSET，就可

以让芯片在电压降低是自动补偿功率。 

 

这个寄存器主要是为了辅助 LBD 功率补偿而设计的，位于发射区，对用户开放。 

 

这里介绍一下功率补偿算法。在 RFPDK 上面配的功率，例如 13dBm，是在电源电压为 3.3V 时的功率，

但实际使用中，电源电压可能会有不同程度的下降，特别是使用电池的时候，所以芯片内部设计了一套功率补

偿算法，在电压低于 3.3V 的时候，仍然可以发射出 RFPDK 配置的功率。 

 

补偿算法的基本原理是，要在进入发射前，CMT2300A 会自动使用 LBD 功能检测一次电源电压，例如检

测到时 2.5V，内部就知道跟 3.3V 之间差了 0.8V，于是就会补上 0.8V 对应的功率。 

 

但是仍然存在另外一个问题，在 LBD 进行时，TX 还没有发射，芯片电流较小，LBD 检测得到的电源电压

值是未发射之前的值。而当 TX 进入发射状态，尤其是输出 20 dBm 的功率时，会消耗很大工作电流，超过了

80mA。通常情况下，电源/电池都有一定的内阻，在大电流负载的情况下，会产生一些降压，从而造成芯片在

发射时的电源电压低于在未发射之前 LBD 检测到的电源电压值。例如 LBD 检测到的是 2.5V，但是真正发射时

就降到 2.2V 了，如果不做处理，那么按照补偿算法补上去的功率，仍然达不到 3.3V 时应该发射的功率。另一

方面，我们并不知道这个压降会是多少，因为在不同类型的电源/电池，不同输出功率等各种应用场合下，由于

发射导致的压降都会有所不同。 

 

于是我们提供下面的方法，可以让用户补偿发射压降导致的功率损失。 

 

用户结合自身的应用方案，测试出发射前（可认为就是 LBD 检测到的电压值）和发射时的电压值，从而得

知发射导致的压降，然后通过配置寄存器 LBD_COMP_OFFSET<2:0>来补偿 LBD 检测的电源电压与实际发射

时电源电压之间的差值，芯片会根据这个值，进一步去补偿功率，从而达到 3.3V 时的发射功率。补偿范围为 0

到 399mV，可选项如下所示： 

 

表 3. 功率补偿与寄存器值的对应关系 

LBD_COMP_OFFSET<2:0> 补偿的电压值 

0 不补偿 

1 57 mV 

2 114 mV 

3 171 mV 

4 228 mV 

5 285 mV 
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6 342 mV 

7 399 mV 

 

例如，用户检测到压降是 300mV，那么建议用户选择 5，即最接近 300mV 的那一档。配置好后，芯片在

每次发射时，就会将 285mV 补偿回去。 
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2. 文档变更记录 

表 4.文档变更记录表 

版本号 章节 变更描述 日期 

0.8 所有 初始版本发布 2017-03-24 

0.9 概要 加入阅读 AN142 的建议 2017-07-12 
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3. 联系方式 

无锡泽太微电子有限公司深圳分公司 

中国广东省深圳市南山区前海路鸿海大厦 203 室 

邮编：  518000 

电话：  +86 - 755 - 83235017 

传真：  +86 - 755 - 82761326 

销售：  sales@cmostek.com 

技术支持： support@cmostek.com 

网址：  www.cmostek.com 
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